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１．概要（Summary） 

金ナノ四角柱の周期配列構造に対し、赤外吸収の増

強メカニズムを検討したところ、赤外吸収の増強が粒子サ

イズと粒子間隔の比に依存していることが明らかとなった。

このことは、これまで金属でのみ起こると考えられてきた赤

外吸収の増強が、金属以外の物質でも起こる可能性があ

ることを示唆するものである。このため本課題では、金属

以外での赤外吸収の増強を検証するため、シリコンナノ

溝周期配列のエッチング法による作製取り組んだ。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F7000S-VD01）、汎用 ICP エッチング装置（ULVAC 
CE-300I）、クリーンドラフト潤沢超純水付、ステルスダイ

サー（DFL7340） 
【実験方法】 

4 インチのシリコン丸ウェハ基板にスピンコーター

でレジスト（ZEP-520A-7）を塗布し、電子線描画装

置を用いて大面積描画（16 mm×16 mm）を行った。

描画後に現像を行い、現像されたレジストパターンを

利用し、汎用 ICP エッチング装置を用いた基板のエッ

チングを行った。エッチングを行った基板を剥離液に

浸し、レジストを除いた。その後、ステルスダイサー

を用いて切断し、試料片を得た。作製したシリコンナ

ノ溝周期配列の構造観察を、弘前大学の走査電子顕微

鏡（SEM）を用いて行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した基板の SEM 像を Fig. 1 に示す。得られた

SEM 像をもとに、溝ピッチを考慮して作製された溝幅

を見積もったところ、描画領域の境界部付近（約 1 

mm）では設計通りの幅の溝が作製されていたが、そ

れより内側の領域では約 1.1 倍の溝幅となってしまっ

ていることが分かった。このことは、電子ビーム描画

装置により微細パターンを描画する際、近接効果の影

響を受けてしまったものと考えられる。今後は、近接

効果の補正を取り込んだ電子ビーム描画パターンの

設計と、電子線描画の際の電子線照射量の条件出しを

行っていく。 

 
Fig. 1 SEM image for the fabricated periodic 

nano-structure 
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